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研究背景 

TlBr は高い原子番号と密度を持ち、バンドギャップが広いことから室温動作可能な放射線検出

器としての応用が期待されている。一方で半導体検出器の材料に TlBr を用いる場合、キャリア移

動度の低さが課題となる。この問題を解消する方法として TlBr の薄膜化がある。薄膜にすること

でキャリアの移動距離が短くなり、キャリア移動度の低さを補うことができる。薄膜の主な作製

方法として真空蒸着法があるが、これまで検出器用の結晶成長に用いられてきた CZ 法とは製法

が大きく異なり、放射線検出器として実装するために蒸着条件およびアニールによる結晶性・検

出特性の変化及びエネルギースペクトル特性の検討を行った。 

実験方法及び結果 

真空蒸着装置を用いて 10mm×10mm のガラス基板と Si 基板の上にマスクを用いて 6mm×

6mm の TlBr 薄膜を作製した。そして、比較用として CZ 法を用いて作製されたレイテック製の

バルクサンプルとともに XRD 測定を行い、結果を比較した。XRD 測定の結果は Fig.1 の通りで

ある。ガラス基板、Si 基板では共に(110)面に多くの結晶が配向しており、(100)面に配向してい

る結晶も存在していることが確認された。比較用のバルクサンプルでは(211)面にのみ配向して

いることが確認された。この結果は、真空蒸着法により作製された TlBr 薄膜は多結晶状態であ

りながらもその多くは片方向に配向している可能性があるとともに、ガラス基板と Si 基板との

大きな違いが確認されなかったことから、蒸着基板の種結晶の有無による結晶性の変化は小さい

可能性を示唆していると考えられる。アニールによる結晶性及び検出特性の変化とエネルギース

ペクトル特性の詳細は当日議論する。 

 

Fig. 1: X-ray diffraction spectrum of TlBr thin film 
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